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※概要（Summary ）： 

 

【相談内容】新規半導体薄膜形成の為の原料開発 

において、原料の物性を確認する。また開発した 

材料にて膜製作のプロセス条件を検討する。 

 

希望利用装置 

 ・ダイナミック光散乱光度計 

 ・ゼータ電位・粒径計測システム 

 ・超高分解能電界放出型走査電子顕微鏡 

 ・電子線蒸着装置 

 ・スプレーコータ 等 

 

【回答】各種の装置群を利用していただいて希望 

するデータを得る事が可能。 

 

【結果】H24年度自主事業として利用。 

 

※実験（Experimental）： 

 技術相談の為割愛 

  

 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

技術相談の為割愛 

 

 

 

※その他・特記事項（Others）： 

なし 

 

 

 


